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近年、液晶ディスプレイ (LCD)の市場は大きく拡大している。LCD は、基板に塗布
された配向膜と呼ばれる高分子 (ポリイミド )薄膜に配向方向を揃える処理 (配向処理 )
を行い、この基板間に液晶を挟む事で液晶分子が均一に並べられた素子で構成され

る。そのため LCD の表示品質の向上には液晶配向制御が非常に重要な要素となる。
配向膜による液晶分子の配向機構は未だ明らかではない上に、配向膜の配向状態を定

量的に把握する手法も確立されていない。我々は、種々の有機高分子を用いた配向膜

を開発し液晶配向の制御に取り組んできた。この開発上、配向膜表面の分子配向或い

はチルト角が液晶配向と密接な相関を有することを示唆する知見を得ている。  
本研究は高輝度Ｘ線でのみ測定可能な XANES の手法を用い、高分子薄膜である配

向膜表面の分子配向或いはチルト角を測定することで、配向膜の分子構造の違いによ

る、分子配向或いはチルト角と液晶配向との相関を明らかにすることを目的としてい

る。ただ、ポリイミドはＸ線吸収によるダメージの可能性も考えられる。そこで実験

の第一段階として試料へのダメージの見積もりを行った。  
分子配向或いはチルト角の決定には、主にベンゼン環に帰属される炭素或いはイミ

ド環に帰属される窒素の K 殻からπ *への遷移吸収強度に着目し、偏光軟Ｘ線に対す
る入射角依存性を測定する。そのため、１試料に対し数時間程度のＸ線照射が行われ

る。この数時間程度のＸ線照射前後の吸収スペクトルを比較することで、試料への X
線照射によるダメージを見積もった。試料には ITO 電極付きガラス基板に塗布された
厚さ約 100nm のポリイミド薄膜を使用した。ポリイミドとしては一般的に広く知ら

れているカプトン (PMDA-ODA)及び、シクロブタン環構造を持つポリイミド (PI-1)を
用いた。この試料の薄膜の一部を削り取って ITO 電極を露出させ、導電性テープを用
いて導通させることで、全電子収量法による XANES 測定を行った。  
 先ず、カプトン試料に関して C K-edge 付近の XANES を 280eV から 325eV まで測
定した。測定後に入射 X 線のエネルギーを 350eV に固定し１時間照射後、 280eV か
ら 325eV まで XANES 測定を行った。その後、再度 350eV 照射を１時間行い、XANES
測定を行った。また N K-edge に関しても 395eV から 425eV まで XANES 測定を行っ
た後 350eV にて１時間 X 線照射した後に再度 XANES 測定を行った。  
 上記の全ての測定において C K-edge でも N K-edge でも XANES スペクトルにほ
とんど変化は見られなかった。そのためカプトン試料に関しては X 線照射によるダメ
ージは無いと判断できる。  
 次にポリイミド PI-1 に関しても同様に１時間 X 線照射前後の C K-edge 及び N 
K-edge の XANES 測定を行った。この結果 XANES スペクトルにはほとんど変化無く
このポリイミド PI-1 についても X 線照射によるダメージは無いと判断できた。  
 以上の実験により、ポリイミドに関しては X 照射ダメージを気にすることなく今後
の実験を行えることが明らかになった。  
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